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NEKA ISKUSTVA U RAZVOJU UREDJAJA SPECIFIZNE NAMJENE
U TEHNOLOGIJI POVRSINSKE MONTAZE (Tom)*

SOME EXPERTENCES IN DEVELOPMENT OF SPECIFIC EQUIPEMENTS
I¥ SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY (SMTJ)

SADRIAJ - Tzuzetna svojstva telnolegije povr§inske montaie (TPM)
resultirala su veama briam upotrebom kompomenata za pourdinsku montadu (XPM)
u Frokem spektru pmimjene, podevodkamercijalnih do uredjaja specifidne na-
m,]ene Kako specifidni uredjaji podmzmn,yeva._A 1 specifidne uslove primjene -
< razlidite uticajz. araliziran je prvenstveno utiecaj e»(stramth temperatura
na elektronske module izvedene u TPM, kada se %ao Dodloga koristi apoksn-'sta-
klo (FR4). Pokazana je opravdanost uvotrebe ovog miterijala kada je modul :
opremljen (asembliran) SOIC i drugim kompomentama sa malim brojem ulazmih-
zalasmih jediniea.

ABSTRACT - Because of excellent characteristics, SMT has resulted
in very fast wide-range using of surface mowun* components (from comeveial
to specifie application devwes) :

Specific devices includes specific application conditions and speci-—
fic influences.

In the present paper we have analyzed in the first place, the extre-
mely temperature influences on electronte devices made in SMg and when the
epoxy-glass (FR 4) has been used as a substrate. This is approved if the
board is mounted by SOIC and the others less I/0 aales compoments.

1. yvop

Uredjaji specifidne namjene izvedens u TPM—u; 2a raxliku od komerci~
Jjalnih uwredjaja u ovoj tehnologijz, moraju zadovoljavati i speetifidne aahtie—
ve koji se,zavisno od namjene, pred njih postawljaju. Raspon aaktijeva j& ve- -
ama Sirck i aavisi od uslova-u kojima se ti uredjaji koriste. Izuzctnome&z—
nge gust-me ‘pakovanja, odnosno smanjenje svih dimenzija (< mase) uredqaqa, znaf.‘rf
4 vedu mehaméku otpornost na uzbmc-we, ubrzanje, udaré i 81.‘ 5

Jedan.od najbitnijih saktjeva kod uredjaja spectfiima namjene- ~je 2ahtier

za proémemm‘tanperatwmm opsegom r'ada Ako™ se ovome . doda da uredgaa-r. @mﬁém
T *———- N
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namjene najdeide moraju tspunjavati i uslove velikih brzina prencsa podataka
kao i velikos broja ulazng—tzlaznih jediniea (VLSI © VHS kola) onda je jasno
da moduli u ovakvim uredjajima moraju koristiti LCCC (Leadless Ceramic Chip
Carrier) kao i LPCC (Leadless Plastic Chip Carrier) komponende i podloge sa
uskladjenim termidkim koeficijentom 3irenja a. Medjutim; moduli koji koriste
kola manjih brzina 1 mmjeg breja ulazno-izlaznih jedinica, u Firokom temwe--
raturnon opsegu mogu koristiti i'klasidmu" podlogu, a da pri tome ne dodje
do degradacije elektridnih karakteristika modula miti do smanjenja njegove
pouzdanosti.

Fe ulazedi u vrlo ozbilina razmatranja koja su uradili vodedi pro-
<zvodiadi u oblasti mikroelektronike kod nas 1 u svijetu, u ovom radu je opi-
san pokuSaj da se modull Jednog kommikacijskog wredjaja sa"klasilne tzve-
dbe" prevede u TPM tzvedbu. Modul Je uradjen leboratorijski, jer se nisu
stekli uslovi serijske proizvodnie (vrlc velika ulaganjal), alil osnovni rezu-
1tati dovolino jasno prikazuju zmaZaine prednostt koje ova telmologija dono-

51,
9. OPIS MODULA REALIZOVANOG U IPM

Dsnowmi zadatek modula 4 orikazanog na sl.1 © 2 (elekiriina i stru-
ktwrna Sema) je da distribuira informacije od modula B za ostale module.

podaei dolaze od modula B prema linijama DCL, LED, DATA. Oni prexo
translatora nivoa dolaze ma registre podataka za:

- kontrclu prenosa podataka,
- antemsko prilagodienie,

- generisanje varikapskog naond,

enzator frekveneile.

[N

Na elzktridnoi 3eri cu u rrulidimg trojevima 1 do 9 canaiene kara-
kteristidne ta<ve u koiima se kontrolife ispravmost primlienik kriteriiuma
od modula B (talke 1,2,2), izlazi iz navonskih invertora {talke 4,5,6) < iz

lazi iz IK 11, IK 13 1 ik 1 (ta%ke 7,8,9).

Mjerne tafke KI1,K8 K3,K¢ omoguduju kontrolu ispravmostt rada mociula.
3,.TPM IZYEDBA

Izbor kempomenata za reaiizaciju modula A w TPM-u izvrden je trko

da one,prije svega, zadovolje stroge termeraturme zahtjeve. Izuzev otpornika

TR I R AR
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("Iskra" Sentjernej), HK HMT 113 ("R.Cajavec" Banjaluka) i 3ip kondenza-
tora (Gevgelija) sve ostale komponente su iz uvoza. Sve komponente ou u

T BM kudiStima itzusev hibridnog kola HMT 113 koje predstavija kembinaciju
otpornika oblika R/2R izvedenih u debelom filmu. Iako su izvodi ovog kola
wradjeni na konvencionalan nadin njegovim kori&tenjem amatno se smanjuje
povr§ina u odnosu na 16 PM otpornika (koji bi se korisiili wmjesto ovog
kola), a vrlo precizna vrijednost odnosa otpomosti doprinosi boljoj D/A
konverzigi.

Projektovanje Stammane plode za ovaj modul tzvrienc je koriSte-—
njem korisnidkog programa Tango-PCB, koji se koristi isklju®ivo na IBM
PC_XT/AT serijama i kompatibiinim radunarima. Stampana ploda je radjena
dvoslojna sa tehnolo8kim otvorima. Da bi se projektovanje uspjedno obavi-
Lo uradjeno je slijedede:

~ kreirana je biblioteka za sve PM kompomemte,

- koriftena je rezolueija 12,5 um,

- §irina spojnih veza je 37,5 wn 1 75 wm,

- dimenzija tehmolo&kih otvora je & 100 um,

~ skala u pokretnom zarezu je ¢ X .

Polaganje komponenata je uradjero rudno (u serijskoj proizvodnji
radi se automatski). Neposredno priie montaZe kompomenata na lemma mjesta
Jje naneSena lemna pasta FORMON 8956 (62 Sn/36 Pb/2 Ag) proizvodjaXa "u¥
POINT". Pasta je nanedena dispenserom (u serijskoj proizvodnji radi se si-
to 3tamom).

Lemljenje je obavljeno u wredjaju za REFLOW lemljenje WELLER-Rc 26
u trajanju od cca 180 sek pri maksimalnoj temperaturi I=205 °c.

4. REZULTATI MJERENJA ELEKTRICNIH PARAMETARA

Mjerenja istosmjernih napona i impulsnih oblika izvrena su naj-
' nrije u normalnim atmosferskim uslovima a zatim i na ekstremmim temperatu-
rama predvidjenim 2za rad modula.

Vrijednostt varikavskog napona za modul u TPM-u date su u tabel?
1." a za klasidni modul u tabeli 2. Impuleni obliei prikazani su na sl.3.

5. KOMPARATIVNA ANALIZA

Analizom dobijenih rezultata za oba modulc klasini' i TPM) utvr—
djeno je slijedede: :




Modul A uradjen u TPM-u u potpunosti je udovoljio uslovima kojz
se od njega zahtijevaju. Vrijednosti varikapskog rapona u funkciji frekve-
neije pribliinije su aahtijevanim od onih dobijenih za"klasidni” modul.
Impulsnt oblici u tepakteristidnim tadkama imaju istovjetan oblik za oba
modula. Kod povedane rezolucije na ekranu oseiloskopa uodave se "finija”

geometrija impulsa kod TPM moduia, tj. njThev oblik je pribliimiji"idealnom".

MoZe se, na osmovu ovoga, redi da je dodlo do poboljSanja elektri-

nih karakteristika “od modula uradfenog u TP¥ru.
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Radi Xto vede uitede na prostoru modul A u TPM-u radien je ca teimo-

logkim rupama i jedan dio rrovodnib veza nalazi se na donjoj strani Stampa-

re plode.

Povrding modula w TPM-u u odrosu na modul sa korvencionalnim kompo—
nentama je 32%.

Suftinu ispitivanja predstavlja pomadanje podloge T komponenata pri.
velikim temperaturnim promjenama. Iako je poznato da kod kori¥tenja SOIC
kompenenata na podlozi koja se koristt i kod klasidnih modula, nema ozbi~
ljnth problema termiZke neuskladjencsti, nije se mogao predpostaviti kona-
Zan ishod prilikom izlaganja modula ekstremmim temperaturana.

Medjutim, kori3tenjem epoksi-staklo (FR 4) podloge i izlaganjem modu~
la ekstpemnin temperaturama kao i termiZkim ispttivanjima koji se primjemju-
fu na njem, nije uodeno pucanje ni jednog lemog spoja niti je dodlo do de-
gradacije elektridnih karakteristika.

Pod pretpostavkom da se ovaj modul proizvodi u seriji od najmanje 100
komcda, a uzimajudi u obair cijene suth komponenata, podloge, trofkove mon-
tafe 1 sl. cijena ovog modula bila bi za 25% nifa od klasidnog, a za mogo

vade serije taj bi proecenat bio zmatno vedi.
6. ZAKLJUCAK

Na osnovu rezultata dobijenih ispitivanjem oveg modula moZe se orimje-
titi da je kod wredjaja specifidne namjene koji ne koriste veoma brza kola,
a rade se za §irok temperaturni opseg primjene i pri tome se izlaZu razlidi-
tim uticajima i smetnjama moguce je koridtenje klasidne FR 4 podloge bez
vedih problema 1 sa svim prednostima-koje pruia TEM.
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